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第 1 章では， GaAs へのイオン注入の歴史的流れ及び輪郭を明示するとともに，未解決の問題を指
摘し本研究の目的及び意義を明らかにしている。
第 2 章では，本研究で使用した実験装置及び実験方法について述べている。




第 4 章では， Cd イオン注入によって生じた Ga空孔・ドナー対の複合欠陥及びCd アクセプターの挙
動をそれ等の発光の等時熱処理特性により調べている。その結果 5000C から 7000C の熱処理で Ga 空
孔・ドナー対の複合欠陥が多量に生成され， 700 0C 以上の熱処理では消滅することが見い出されてい
る。又 Cd アクセプターが活性化される熱処理温度は注入量及び注入温度に強く依存することを明らか
かにしている。
第 5 章では， Cdイオン注入後800"Cの熱処理により活性化される Cdアクセプターの発光及び、As 空
孔による発光の遷移機構が明確にされている。又，各発光中心の深さ分布を調べており. Cd アクセプ
ターの増速拡散及びAs空孔のバルクへの拡散が見い出されている。














バルク中に拡散してゆくこと，イオン注入された Cd不純物が8000C の熱処理により活性化されCd ア
クセプター特有の発光スペクトルを示すこと Cdによる発光および種々の格子欠陥による発光の深さ
分布を詳細に調べることにより， As空孔のバルク中への急速な拡散とそれに伴う Cdの増速拡散およ
びCd， As の二重イオン注入による増速拡散制御の可能性を明確にしたことなどは本研究の成果である。
以上のごとく本論文はイオン注入技術の発展に寄与するところ大であり，博士論文として価値ある
ものと認、める。
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